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- breitliickiger Halbleiter (E,» 3,4 eV)
- hohe Excitonen-Bindungsenergie (B, » 60 meV)
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- Laser [1-3] und LED [4-6] im nahen UV -Spektralbereich
- transparente Kontakte [7]
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Experimentelles
Probenpréparation
Die ZnO-, Zn, ,MgO- und ZnO-GaO-Schichten wurden mittels Pulsed Laser Deposition (PLD) auf
c-plane Saphir-Substraten hergestellt.
i - 1 2zwischen 720°C und 840°C
- Sauerstoffpartialdriicke zwischen 104 mbar und 10 mbar
-5N ZnO-, 4N MgO- und 4N Ga,0;-Puder

- MgO-Anteile von 5% und 7,5%
- Ga,05-Anteile von 0,5% und 5%
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Probenstruktur
Messmethode
Spektroskopische Ellipsometrie (J.A. Woollam V.A.S.E.- Ellipsometer in Rotating-Analyser-Mode)
- Spektralbereich: 1 eV bis5 eV
- Einfallswinkel: 60°, 65°, 70°
- Elllps:manschepaamaaY und D:
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dargestelt sind die Positionen des Sauerstoffs direkte Ubergange am G-Punkt der Brillovin-Zone

ZnO sowie dessen Mischkristalle mit MgO und Ga,0; kristallisieren in der Wurzit-Struktur. Diese
Materialien sind somit optisch einachsig, wobei die optische Achse parallel zur kristallographischen
c-Achse liegt.
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Die Modell-Dielektrische-Funktion wurde simultan an die Mess-Spektren von
4 ZnO-Proben mit unterschiedlichen Dicken angepasst.
Lage der A= (3377£0,002) eV
- Exutonevrslnmngsa\e'gle Bex = (61 +1) meV
- fir isation parallel bezi krecht zur optischen Achse ¢
waurde e,(8)" = (3,86 +0,02) und e,(8)* = (3,71 +0,02) gefunden
- gute Ubereinstimmung mit Werten aus der Literatur [10-15]
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Wachstumsbedingungen):
mit steigendem MgO-Gehalt x
- Abnahme der Amplituden der Ubergénge
- Zunahme der Verbreiterung der Ubergange
- stark i der i
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Mischkristallreihe ZnO - ZnO-GaO (vergleichbare
Wachstumsbedingungen):
mit stei Ga,0,-Gehalt im Target y

- starke Abnahme der Amplituden der Ubergange
- Zunahme der Verbreiterung der Ubergange
- gamgeValalon der optischen Absorptionskante
° ion freier
bisn, = 3,3*].02" cm® fiir 5% Ga,0, im Target
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Fiir die ZnO-Schichten mit Dicken zwischen 630 nm und 830 nm wurden fir
von ca. 20 mm? Dickenil i im Bereich um 8%

ermittelt.

Schlussfolgerungen und Zusammenfassung
Die Parameter der Moddl Dlelekms;hm Funkuorm fur Zno, ZnO,,Mg,O und

ZnO-GaO mit wurden bestimmt.
die energetischen Lagen der optischen Ubergénge ermittelt.

Zn, MgO: mit steigendem Mg-Gehalt
= i der

Excit

Variation der energetische Lage der fundamentalen
Bandliicke® Bandgap-Engineering

ZnO-GaO: mit steigendem Ga-Gehalt
- geringe Variation der optischen Absorptionskante
- durch hohe Konzentration freier Elektronen
® i der i
® i o
b Variation der n-Dotierung bei konstanter ener getischer
Lageder optischen Absor ptionskante
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